







　このプロセスは ”準安定溶媒エピタキシー (Metastable Solvent Epitaxy)” と命名さ
れ， "MSE" と呼称されている．MSEでは 4H-SiC 単結晶が成長し，(0001) 面が最も大






















　相安定性は，低温域では 4H -> 3C，中間温度域では 3C -> 4H という従来の研究とは
若干差異のある結果となった．またC 原子の表面拡散経路については，Si 面以上に C 面
の方が等価な拡散経路が多く見られたため，吸着した C 原子はより高速に拡散し，より
フラットな表面になるという実験結果と整合する結果が得られた．
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